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(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for producing resist profiled elements. According to the invention, 
an electron beam lithography system is used to produce an electron beam, the axis of the beam being essentially perpendicular to a 
resist layer in which the resist profiled element is to be produced. The electron beam can be adjusted in terms of the electron surface 
dose in such a way that a no n -orthogonal resist profiled element can be produced as a result of the irradiation by the electron beam. 



(57) Zusammenfassung: Es ist eine Einrichtung und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Resistprofilen offenbart. Hierzu ist 
ein System zur Elektronenstrahllithographie notwendig, das einen Elektronenstrahl erzeugt, dessen Strahlachse im wesentlichen 
senkrecht auf einer Resistschicht steht, in der das Resistprofil erzeugt werden soli. Der Elektronenstrahl ist hinsichtlich der Elektro- 
nenflachendosis derart einstellbar ist, dass aufgrund der Bestrahlung durch den Elektronenstrahl ein Resistprofil erzeugbar ist, das 
ein nicht-rechtwinkliges Resistprofil aufweist. 
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